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【緒言】 

エッチング型飛跡検出器の基礎は 1970年代には確立したが、小型・軽量で電磁ノイズにも強く、宇宙放射

線計測やレーザー駆動イオン加速実験などで現在も応用されている。ポリエチレンテレフタレート（PET）検出器

はその検出閾値が製造法などによって一定の幅で変化することが知られている。その閾値を制御することができ

れば、放射線混成場で任意の重イオンを選択的に検出できる新たな固体飛跡検出器の開発につながると考え

られる。本研究の目的は、PETの検出閾値を決定する潜在飛跡構造の変化を理解することである。 

【実験結果】 

照射実験は量研機構・HIMAC にて実施している。様々なイオンを照射した 2.5 µm 厚の PET 薄膜（市

販品）に対して赤外分光法を用いて、各官能基が失われる放射線化学収率（G 値）を求め、阻止能 250 

eV/nm 付近でステップ状に変化することを見出した。異なる市販品である 13μm厚の PET 薄膜をスタッ

クした試料に C や O、Ne イオンを照射し、検出閾値を求めている。同試料に減速材として PC 薄膜（2μm）

を使って、入射エネルギーを細かく変化させた実験を進めている。検出閾値は阻止能 800~1000 eV/nm

付近にある（Fig. 1）。目下の課題は、同一の素材に対して損傷構造にあるステップ状の変化と検出閾値

との関係を明確にすることである。全反射測定(ATR)法による赤外線分光分析によると、13μm厚の PET

薄膜の検出閾値前後で吸光度の変化が見られた（Fig. 2）。N イオンの検出閾値やより高いフルエンスで

イオンを照射した試料の全反射測定(ATR)法による計測結果についても発表する予定である。 
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Fig.1 Etch pit radius against the stopping power, at the bulk 

etch of 3 ㎛. 

Fig.2 Absorbance of carbonyl (C=O, 1720 cm-1) 

against the stopping power. 
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